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нию скорости роста пленок в результате интенсификацией процессов испа

рения и образования пылевидной плазмы, частицы которой заряжаются от

рицательно в области магнитной ловушки. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

приведена интерпретация процессов, происходящих при распылении 

«горячих», в том числе наноструктурированных мишеней, основанная на ре

зультатах получения пленок, при распылении нагретых микрокристалличе

ской и нанокристаллической мишеней, а также мишени с добавлением нано

порошка; 

высокие скорости роста пленок при распылении неприпаянной нано

структурированной мишени объясняется не только снижением тепловых по

терь и интенсификацией процессов испарения, но и образованием пылевид

ной плазмы в области магнитной ловушки, частицы которой заряжаются от

рицательно. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

показана возможность получения пленок с востребованными на прак

тике свойствами при распылении наноструктурированных мишеней, изго

товление, которых требует значительно меньших трудо- и энергозатрат; 

показана возможность получать поликристаллический слой УВа2Сu307•8

со средним размером зерна - 200 nmметодом магнетронного распыления не

припаянных мишеней на аморфном слое Si02 кремниевой подложки; 

разработанная технология получения пленок на Si02c применением 

методом магнетронного распыления горячих мишеней, абсолютные значения 

проводимости и температуры перехода, в сверхпроводящее состояние кото

рых близки к востребованным на практике эксплуатационным характеристи

кам, может быть использована для получения сверхпроводящих проводов 

третьего поколения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

идея базируется на обобщающем анализе существующего передового 
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